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【論文概要】 

次世代の光通信方式である偏波多重方式の導入にあわ

せ，光集積回路を用いた小型で低コストな偏波多重トラ

ンスミッタの実現が求められている．光集積回路の内部

で偏波を制御するためには偏波変換器（Polarization 

converter: PC）が必要であるが，これまで InP系光集積

回路に適用できる，特に半導体レーザなどの能動素子と

モノリシックに集積できる PC は実現されていない．本

報告では，InP 系リッジ構造に整合する構造を有し，か

つ容易に作製できる InP 導波路型 PCの試作と評価を行

った． 

PC の構造を図 1 に示す．本素子は InP 系導波路の片

側に InGaAsPコアを残したリッジ構造，逆側に深掘りの

ハイメサ構造を持った非対称構造を有しており，テーパ

構造を介してリッジ導波路とモノリシックに集積されて

いる．この構造をリッジ導波路作製後に SiO2を斜め方向

から蒸着する方法によって，精密な位置合わせを用いる

ことなく作製した．図 2 に作製した素子の PC 部分の断

面写真を示す． 

作製した素子に TE 偏波の光を入力し，出力光におけ

る TM 成分の割合を測定した結果を図 3 に示す．PC 長

さの増加に伴って偏波状態が周期的に変化していること

が確認できる．PCの幅が 1.1 m，長さ 150 mのとき

98%の変換効率が得られた．また，同チップ上のリッジ

導波路と比較した PCの挿入損失は 1.0 dB以下であった．また，同素子を用いて入力光の中心波長

を 1510 nmから 1575 nmまで変化させて測定を行ったところ，いずれの波長においても 96%以上

の変換効率が得られた．実験から得られた PC 幅に対する変換効率・半ビート長の依存性は，断面

モード計算から導出した傾向と良く一致した． 
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図 1. 導波路型偏波変換器の模式図． 
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図 2. 作製した素子の断面写真． 
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図 3. 偏波変換特性の測定結果． 


